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Sposéb fciskania na sucho sproszkowanych metali, tlenkéw, weglikéw,
azotkéw, borkéw metali i metaloidéw oraz urzqdzenie do wykonywania
tego sposobu

Patent trwa od dnia 28 lutego 1958 r.

Wynalazek dotyczy sposobu S$ciskania na su-
cho sproszkowamych metali, tlenkéw, weglikéw,
czetkow, borxdéw metali i metaloidéw oraz
urzagdzenia do wykonywania tego sposobu. Wy-
rboznia sie on tym, ze podczas S$ciskania jed-
nocze$nie zwalnia sie nacisk wszystkich elemen-
tow urzadzenia na $ciskany przedmiot w chwi-
li przerwania nacisku na tlocznik.

Dotychczas znane sposoby $ciskania na su-
cho réznych proszkéw, zwlaszcza tlenkéw me-
tali, np. przy wyrobie skrawajacych plytek
ceramicznych do nozy tokarskich, oraz wegli-
kéw metali, np. spiekanych weglikéw wolfra-
mu, wykazujg duze wady i niedogodnosci.

*) Wilasciciel patentu o$wiadezyl, ze wsp6i-
twércami wynalazku sa inz. Piotr Wrzosek
i Norbert Michalik. '

Sciskanie proszk6w pod duzym ciénieniem
od 5 do 50 ton/cm? jest, praktycznie -biorqc,
niecsiagalhe, gdyz stoscwane duZe ci$nienia
p':rw-dgja pekanie lub rczwarstwienie $ciska-
nych przedmiotéw (tworzenie sie pecherzy itp.).
Pekanie prasowanych przedmiotow jest na og6t
spowodowane tym, ze w chwili skoficzenia za-
biegu $ciskania -nie wszystkie elementy urzg-
dzenia $ciskajacego (powierzchnie matrycy i tlo-
cznika stykajace sie ze $ciskanym przedmiotem)
jednoczesnie zwalniaja nacisk na przedmiot
oraz tym, ze skladniki gazowe lub inne, znaj-
dujgce sie w przedmiocie $ciskanym, rozpre-
zaja sie lub odksztalcaja nierébwnomiernie, wy-
wolujgc pekniecia. Powstale pecherze powietrza
i rozwarstwienia sy spowodowane brakiem
wlasciwego cdplywu gazdéw i powietrza z przed-

« miotu $ciskanego.



Pekanie- i rozwarstwmme éclskanych przed-
miotéw s3 powodowane réwniez tym, ze po-
wierzchnia matrycy nie jest wystarczajaco row-
na, ze S$ciskany proszek jakby sig¢ przyklejal’
do $cianek matrycy oraz ze naciski bcezne
§cianek matrycy nie ustajg juz po zwolnieniu
nacisku tlocznika na przedmiot, co nie poz-
wala na swobodne rozszerzanie sie $cisnietego
przedmiotu po zwolnieniu naciski tlocznika.
Inng wadg dotychczas stosowanych sposobéw
éciskania proszkéw jest to, ze rozklad ciénien
w przedmiocie éclskanym nie jest rownomlerny
Wszystkie powyisze wady wystepuja tym sil-
niej, im bardziej jest drobnoziarnisty $ciskany
proszek, np. o wielkosci ziarn 0,1 — 3u, i im
stosowane cis$nienia wieksze. - ‘

Spos6b wedlug wynalazku rézni si¢ od zna-
nych" sposob6w §ciskania  proszkéw tym, Ze
Sciskany przedmiot poddaje sie uprzednio $cis-
kaniu wstepnemu przy cis$nieniu 10 — 200
kG/cm?, przy czym S$ciskanie przeprowadza sie
w ‘oérodku. Nastepnie przedmlot znajdujacy
sie w tym ojsrodku, poddaJe $ciskaniu osta-
tecznemu przy cllsmemu 5 — 50 ton/cm?. Jako
osrodek moze by¢ uzyty zwykly piasek, do-
wolny proszek gruboziarnisty .lub mieszanina
proszkéw - grubo i
kuiki metalowe, kulki z weglik6w spiekanych;
mozna réwniez uzywaé proszku stosowanego
do wyrobu przedmiotéw $eiskanych, tylko po-
winien on byc bardziej grubozxarmsty

Przedmlot wynalazku jest uw1doczmony na
rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia prze-
kroj pionowy matrycy i ttocznika podczas za-
biegu $ciskania proszk6w, fig. 2 — podobny
przekréj matrycy z ta.tylko réznicg, ze. zasto-
sowano dodatkowe plytki, umieszczone na dnie
pod tlocznikiem: i zaopatrzéne w otworki, fig. 3
— przekréj matrycy [ podobnym dziataniu jak
na fig. 1 z ta rbznica, Ze zastosowano ‘wktadki
umieszczone w oslonie, .a fig: 4 — matryce
powsta' g z kcmbinacji matryc na fig. 2 i 3.

Wedtug fig. .1 éciskany przedmiot ¢ umiesz-
cza si¢ w ofrodku e, umieszczonym w matry-
cy a. Tlocznik nadaje przedmiotowi ¢ przez
‘ciskanie ksztalt oznaczony l'terg d. Przedmiot
c przed poddaniem éclskamu w matrycy a pod-
daje sie uprzednio eiskaniu wstepnem,u przy
ci$nieniu 10 — 200 kG/cm?.

* Przedmiot moze byé éciskany jednostronnie

lub dwustronnie. Zadaniem oérodka 'jest od-
prowadzanie powietrza . z calej powierzchni
przedmiotu w celu zmniejszenia jego poro-
wa}oéci oraz zapobiezenia rozwarstwieniu,

drobnoziarnistych, drobne’

zmniejszenie wplywéw S$cianek bocznych ma-
trycy na pekanie i rozwarstwianie przedmiotu -

- (przez tarcie), zmniejszenie wptywu odksztalcen

sprezystych matrycy i tlocika na przedmiot’
Sciskany, zmniejszenie réznic’ nacisku na dnie,
bokach i wierzchu przedmiotu przy S$ciskaniu

‘ostatecznym’ oraz zapobieZenie rozsypywaniu

sie¢ materialu. osrodka w chwili przerwania'
$ciskania przedmiotu i otrzymanie przedmiotu
nie uszkodzonego pomimo stosowania wyso-
kich ciSnien oraz uzycia proszku mato plas-

tycznego
e

Wedlug f1g 2 pod tloczklem i“na dnie matry-
cy zastosowano- plytki f, zoapatrzone w mate
otwcerki, stuzace do ‘cdprowadzania powietrza
z powierzchni przedmiotu §ciskanego w osrodku.
Ttoczek i dno matrycy posiadajg kanaliki g,

. odprowadzajgce powietrze na zewnatrz.=

Wedtug fig. 3 zastosowano matrycs, sklada-
Jaca si¢ z kilku wkladek h, osadzonych w.osto-
nie’ i. Wkladki dobiera si¢ o takim Kksztalcle,
aby kat pochylenia zewnetrzne; powierzchni -
wktladki h w stosunku do osi matrycy wynosit
8 — 20° Przy §ciskaniu sproszkowanego tlenku
glinu kat ten wynosi 12 — 18°. Podczas wy-
konywania zabiegu Sciskania wkiladki h stano-
wia wlasciwg matryce. W chwili zwolnienia
nacisku *tloczek wraz z wkladkami h’ ulega
meznacznemu podmesiemu sie. “Wskutek tego
przedmiot écxskany wraz z ofrodkiem zosta]e
jednocze$nie uwolniony od nacisku ze ‘wszyst-
kich stron, przy czym w tym przypadku mozna
$ciskaé bez uzycia ofrodka. Oérodek w takim
przypadku najczesciej rozsypuje sie i uzyskuje
sig §ciSnigty przedmiot nie uszkodzony.

Gdy S$ciskaniu poddaje sie przedmiot W ma-
trycy wedlug fig. 3, lecz bez uzycia oérodka;.
to $ciskany przedmiot po zwolnieniu nacisku
zostaje réwniez ze-wszystkich stren uwolnjony
od naciskéw, a przez: to zostaje w pewnym

. stopniu uchroniony przed pekamem

Wedtug fig- 4 -zastesowano mairyceg, stano-
wigca kombinacje matryc wedlug fig. 2 i 3.
Wkladki h osadzono w oslonie i Ponadto za-
stosowano ptytki dzmrkowane f, . umleszczone
na dnie matryey i pod tloczn;klem Zastoso-
wano réwniez kanahkl 9w tlo‘:zmku i w dnie
matrycy . ‘:-,v.. N _

Sposéb we&lug wynalazku zasaﬂniczo rézni
si¢ od znanych sposoboéw dzieki zastosowaniu
§ciskania wstepnego oraz ‘dzigki 1zyciu oSrodka,
zapobiegajacego powstawaniu :peknieé i. roz-
warstwien $ciskanych przedmiotéw.
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Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb $ciskania na sucho sproszkowanych

metali, tlenkéw, weglikdw, azotkéw, bor-
kéw metali i metaloidow, znamienny tym,
ze przedmioty z proszku uprzednio wstepnie
sprasowane pod ci$nieniem 10 — 200 kG/cm?
poddaje sie $ciskaniu pod ciSnieniem 5 —
50 ton/cm®> w osrodku w postaci proszku
gr_.b_ziarnistero, vmoz iw.ajagcym cdprowa-
dzanie powietrza z calej powierzchni $cis-
kanego przedmiotu, zapobiegajac przez to
pekaniu wytwarzanych przedmiotow.

. Urzadzenie do wykonywania sposobu wediug ;

zastrz. 1, znamienne tym, ze posiada plytki
(f), zaopatrzone w szereg otworkow, umiesz-
czone na dnie matrycy i pod ttocznikiem,

ktore umozliwiajg odprowadzanie powietrza '

przez kanaliki (g), wykonane w tloczniku
i w dnie matrycy.

T

V. I

Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym,
ze posiada matryce,. wykonang z wkladek
(h) "o takim ksztalcie, aby kat pochylenia
ich powierzchni 2§wnetrznej w stosunku do
o:i matrycy wynosii 12 — 18°.

4. “Urzadze=nie wedlug zastrz. 2 i 3, znamienne

tym, ze posiada plytki dziurkowane (f),
ux‘hieszczone w _poblizu kanalikéw (9), wy-
konanych w tlotzniku i w dnie matrycy.
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